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La presente invencidn se refiere a un sensor de temperatur
v de un modo més especifico, s un sensor de temperasturz de un
fluido, del tipo semiconductor, que comprende un elemento se-
- miconductor formsdo por uns pastills que se disefla en dimensio-
nes como un bloque con una forms practicamente de paralelopipe-

do. El elemento sensor puede ser, a2 titulo de ejemplo, una pss—

para controlar la resistencia de la pastilla en respuesta 3 las

variaciones de temperastura.

Un problema importante de dicho sensor de temperatu-—
ra de fluidos es el de obtener una respuests a la fluctuacidm
de 13 temﬁerétura, que Sea lo m3s rapida posible, y el objeto

principsl de 1z presente invencidén es proporcionar un sensor dd

temperatura perfeccionado pera fluido que tiene un comporta-—
miento dindmico y de estado egtable extraordinarismente rapido.
Por lo tanto, la invencidn presmnta un sensor de temperatura
para detectar ls temperaﬁura de un fluido cuyo sensor comprende
un primer conductor de salida y un segundo conductor de salida,
un elemento sensor semiconductor que tiene unz primers superfi-
cie de contacto y una segunds superficie de contacto conecta~
das eléctricamente sl primer conductor de salida y al segundo

conductor de salidas, respectivamente, teniendo el elemento sen-

pératura, cgracterizindose el sensor de temperatura porque com
prende un elemento de base de material no conductivo, por lo
meﬁos un elemerto de sleta de materisl conductivo montado fijo
sobre el elemento de base, teniendo el elemento de sleta una

elegada relscibén de 3rea superficial a masa, montiandose el elet

mento sensor semiconductor sobre el elemento de aleta de modo

tills semiconductora de silicio adulterads con varias impurezas

sor semiconductor una resistencia gque varia en funcidn a su ten

l..
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que una de dichas primers y segunds superficies de contacto def
elemento sensor semiconductor se conecta eléctricsmente con
el elemento de alets, empotrandose el primer y seguundo conduc-
tores de salida al menos parcislmente en el elemento de la ba-
5 se y teniendo sus extremos respectivos conectados eléctrica-
mente con el elemento de sleta y con la segunds superficie
de contacto el elemento sensor oonductor, respectivamente.

La invencidén se explica a continuscidén y otras venta-
jas resultarsn evidentes por la descripcién que sigue, toman-
10, do como referencis los dibujos adjuntosgeen los que: '

La figura 1 es una vists general de una forma prefe-
rible del sensor de temperatura de fluido de respuestas rapida
seglin ls presente invencién.

La figuras 2 es una vista.superiorbdel sensor de

5. temperstura del fluido de la figure 1 e ilustra, en particu—
lar, la posicidn del elemento gensor semiconductor y las in=-
tergonexiones entre los dos conductores de salids y el element
to sensor semiconductor y el elemento de sleta, respective-
mente.
20. La figura 3 es uns vista en seccidn trensverssl del
sensor de temperatura del fluido de la figurs 2, tomada a 1o

lgrgo de la linea 3-% de lg misma,

La figura 4 es una vista en seccidn transversal
de la interconexidn entre los conductores de sslida y el ele-
25. mento sensor semiconductor de la fisura 2, tomads a lo lasrgo

de la lines 4-4,
La figurs 5 es uns vita superior de uns forms modi~-

ficads del sensor de temperatura del fluido de respueta ré-

pida de ls figura 1.

50 La figura 6 es una vistas parcisl en seccidén trans-
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- de otra moditicacidén del sensor de temperastura del fluido se-

-3

versal del sensor de temperstura de la figura 5, tomada a lo
largo de la 1ipea‘6-6-de lé misma ¥ que ilustra en particulsr
una posicidn modificada pera el elemento sensor semiconductor
v la interconexidén por el conductor de sglida correspondien-
te. |

La figura 7 es una vista eﬁ seccidn transversal si-
milsr a la figura 4 que ilustra, en particular la interconexid
entre el conductor de sslida y la eleta, habiéndose tomsdo la
vista en seccidn transverssl g 1o largo de ls lines 7-7 de la
figurs 5. | '

La figura 8, es una vista superior de otrs forms mo-
dificada del sensor de temperatura de fluido de respuesta fa-—

fida de la presente invencidn, parcialmente cortada.

La figura 9 es una vista en seccidén transversal dal|

sensor de temperatura del fluido de la figurs 8, tomada s lo .
lafgo de 1a linea 9-9 de la misms.

La figura 10, es otra vista en seccidn trans?eréal
del sensor de temperaturs de ls figura 8, tomads a lo iargo
de la lineg 10~10 de 1ls misma. |
“ La figuré 11 es uns vista Bn seccidn transversal
que ilustra otro sensor de tempersturs del fluido modificado
segln la preéente invegcién, ilustréndose ests figura, paiciaL
mente en seccidn parairepreséntar 13 intercbnéxién entre un
par de elementos de aleta y 1los elementos de sustentacidn.

La figura 12 es una vista en seccidn transversal

gin la presente invencidn e ilustra, en particular, otro tipo
de interconexidn entre los conductores de salida y el elemento

de aleta y el elemento sensor del conductor.

La figura 13 es una vista en seccién transversal de
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otrs forms modificada de la presente invencidn y que ilustra,
en particulsr, una modificacién de las interconexiones entre
los conductores de salida y el elemento de gleta y semicon~-
ductor.

La figurs 14 es uns vista que ilustrs un detalle de
la interconexidn eléctrica entre el elemento sensor semicon-
ductor y uno de los conductores de salida, a lo largo de la
lines 14-14 de ls figura 13.

Le figura 15 es una ilustrscidén de otrs modificacidn
de dispositivo pars proporcionsr oonex%ones deade el conduc~
tor de salidas hasts el elemento sensor semiconductor.

La figura 16, es una vista en perspectiva de una for
na ﬁodificada de elementos sensor semiconductor en la cusl
los terminsles de salids del elemento ;ensor gemiconductox
estén previstos en una sola cara.

La figura 17 es una vista en plants psrcialmente
cortada, de un procedimiento psara montar el elemento sensor
semiconductor de ls figurs 16 sobre un elemento de slets e

ilustra, en particular, las conexiones entre el elemento sen-

sor semiconductor y el elemento de gleta y el conductor de
salida; ¥

Lgs figurss 18 y 23 ilqstran formags modificadas de
la invencidn donde el elemento que responde g la temperatura
Se une por técnicas de limins gruesa o delgsda.

La figura 19 es una vistas en perspectiva de otrs

sr de temperatura del fluido de respuests
]

6]
)

modglidzad de

in

en
répida segin la presente invencidn.
La figura 20, es una vista en seccidn transversal del sen

sor de tempersturs del fluido de la figurs 19, tomeds a lo

largo de la lines de 20-20 de ls misme y 'que ilustre, en pap
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mento moldeado de pléstico,.

34 de latén u otro metal apropisdo, que estd destinado a montar

—s,_

ticular, las inteconexiones entre los conductores de salida y
el elemento sensor semiconductor y las aleta abovedado.

La figura 21, es una vista en deccidn fransversal
de una forma modificada del sensor de temperatura del fluido

de la figura 19 e ilustra en pasrticular uns modificacidn de la

forma en la cual los conductores se instalan s través de un elg
Ls figura 22 es una vista en seccién transversal de
otrs forms modificada del sensor de tempeératura de la figurs

19 e ilustra otro procedimiento para interconectar los conduc-
tores externos del elemento sensor semiconductor y el elementc

de aleta abovedado.

Refiriéndonos shoras a los dibujos,y en particular

a la figura 1, de los mismos, se ilustra un sensor 20 que com— |

prende tres partes: un eenector 22, un conjunto sensor 24 y un
par de hilos de interconexidén 26 que proporeiona una comnexidn
entre el sensor 24 y el comector 22. El conector 22 comprende
una caja 28 dentro de la cudl se forman los elementos de enchu-
fe macho y hembra utilizado para coincidir con los elementos

de hembra y macho correspondientes, respectivamente, en el cole

tor de cables del autombvil .Se utiliza un dispositivo de'encla_

vamiento apropiado 30 para fijsr ls céja 28 gl elemento corres
pondiente en el colector de csbles para evitar que los dos ele-
mentos se desacoplan voluntarismente.

El conjunto sensor de temperatura comprende un adaptador

se a rosca, por ejemplo, en uns sbertura en el colector de ad-

misién de un automovil y que se gprieta apropiadamente por medl

2]

de una psrte de cabezs hexagonsl %6 como en comfin en lg indus~



tria del sutomovil., El conjunto sensor de temperatura 24 comprei
de ademds un elemento de plistico moldeado 38 o elemento de ba-
se que se situe fijo en el adaptador de latbén 34 y que estd
destinsdo a sostener un elemento de asleta 40 fabricedo de ma-
Se terisl conductivo en un extremo y para fijsr rigidsmente el
elemento de slets 40 con relacidén sl adsptador de latén 34,se~
gin se explicard con mis detalle mas adélante. Los conducto-
res 26 se moldean dentro del interior del elemento de base de
plastico 38 y los conductores se instalan a través del centro
1o, de un par de brazos de montaje 42,44, que se extienden en pzrg
lelo desde el cuerpo del elemento de base. El elemento de sleta
40, que tiene précticamente la forms de una placa, se fijs a
cadg brazo 42,44 para empotrarse en los brszos después que
los extremos se han fundido., Todo el conjunto, que comprende
15. los brazos 42,44 y la aleta 40, se protegen por una jaula de
alembre 46 gque ccmprende un psr de alambres geuneralmente en
forma de U que se situan g 90° entre si y que se sueldasn en

su vértice y sus extremos opuestos se introducen en aberturas

formadas en el adaptasdor de latén 34 y se sueldsn en su sitio,
20, De éste modo el elemento de asleta sensor de la temperatura 40
y el elemento sensor semiconductor, que se describird més sde-
lante, se protegen contra elementos extraifios que pueden ser

perjudicialeshpara el elemento sensor de slets y delelemento

sensor semiconductor, si los elementos extrsfios chocaran con

25+ estos elementos.
Refiriéndonos shora a ls figura 2, que es uns vists su-
perior del conjunto sensor de temperatura'24 de 1la figurs 1,
se ilustrs una estructura pasrticular que permite el montaje
30 del elemento sensor semiconductor del elemento de aleta 40

¥ que permite también conectar los conductores de salida 26
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- se empotre en dicho brazo. El conductor 52 se encapsula enton-
' 11a no conductivs 50, segin se explicard con més detalle mas

| de un hilo ¢onductor de oro, conecta el conductor 52 con la

-‘7...

con el elemento de aleta 40 y con el elemento densor semicondup
tor. De un modo especifico, el elemento de aleta 40} que segin
que se ha descrito snteriormente consiste en una placa, tiene '
la forma de un dlSCO con una pastilla semiconductora 48, cuya
resistencia varia con 1a temperatura y que se monta sobre 1a
placa. La pastilla 48 {iene dos cafas paralelas, ung de las
cuales estd en contacto eléctrico con la placas, mientras que
la otra se conects eléctricemente a uno de los conductores

de salida por medios que se describirsn con mids detalle mds
adelante. El elemento de aleta 40 lleva montada también.una
pastilla de cerédmica no conductiva 50, por cuslquier método
gpropisdo, por ejemplo por asdhesivo. Segln se vera por la fi-
gura 2, la pastilla 50 se monta separada uns 1igeﬁa distancia
del brazo de montaje 44 para permitir que un conductor 52,que
forma psrte del conductor 26 centrado en el brazo de montdje

44, pase a $ravés de una sberturs formads en la aleta 40 y
ces sobre la parte superior de la aleta 40 y se une a la pastid
adelante al describirse la figura 4. Up conductor 53 en forma

otra cara de la pastills semiconductora. De un modo similer,

un conductor 54,'que se moldea en el centro del brazo de mon-
taje 42, se hace padar 2 través de unas segunda aberturs forma-
da en la sleta 40 v plegada en contacto con la superflcle su~
perior de 1a a¢eva 40, :l conductor 54 se une entonces apropis-

dsmente a la aleta 40 por soldadura o por adhesivo conductivo.

Ls figura 3 ilustra variss caracteristicass del con-

junto no ilustradas con detalle en las figuras 1 y 2. For

ejemplo, los conductores 26 se moldesn dentro del elemento de
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base 38 y comprenden prolongaciones 52,54, que se moldean den
tro de los brazos de montaje respectivos 44,42 y se conectan
a los conductores 26 por medio de conectores spropiados 60,
68. Segln se vers por 1z figura 3, los conductores 52,54 se
moldean dentro de los brazos de montsje 44,42, respectivamen~
te y comprenden partes extremas que se pliegan en sus psrtes
superiores para formar las conexiones descritas con relscién
g lg figura 2. EL meterial que forms los brgzos de montaje
42,44 es del tipo termopléstico, por lo'que se aplica calor

a2 10s extremos superiores de los elementos 42,44 yilos extre-
mos superiores se funden peras formar una unidn firme a la ale;_r
tg 40, preferiblemente en sentido perpendiculsr a la direccién
de los brazos de montaje. Segfn se verd desde el extremo de
la izquierda del dibujo, ls parte inferior deldispositivo de
sujecidn de latdn 24 se recslca, segin indica la refereuncia
62, pars sujetsr firmemente el elemento de base moldeado 38
dentro del sdaptador de latdén 34,

Refiriéndonos a la figurs 4; geilustra la psrte ca-
lentads del extremo superior del brazo de montaje 44 que se
une psrs formar la unidn entre el bdbrazo 44 y 1la aleta 40.

Seglin se verd en la figura 4, el conductor 52 se
instals e través de uns sbertura 64, formeds en la sleta 40
y empotrada en los brazos. El extremo del conductor 52 se
pliega paras formar un bucle y una parte plana 66, La parte
plana 66 e contigus a la superficie superior de la pastilla

50, La parte €6 se une entonces apropiadamente 2 la pastilla

no conductiva 50 por cuslquier método apropiado como, por

ejemplo, utilizsndo un adhesivo conductivo que forma una uniénm

mecdnica y un contacto eldctrico entre la psrte plsna 66 y

la pastilla 50. Segin la invencién, se ha sveriguado que el
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comportamiento dindmico de un sensor @e temperstura del tipo-
de semiconductor pﬁede sumentar a2l méximo si lz masa de la pag
+tilla semiconductora utilizsda conjuntamente con los sensores|
de éste tipo se reduce al minimo y se une a una alets metilicd
S5e que tenga un drea grande con relascidn g 1la masa de la sleta
y al conjunto de la pastilla semiconductora. For lo tanto,
la conexidn de un terminal de la pastills demiconductora se
consigueAaglutinando de uns forms conductiva la pastills a
lag aleta metélica. Lz conexién eléctrica entre el eiemento de
10.| aleta ¥ un conductor de salida esté proporcionads por un ter-

minal fijado al canto del elemento de alets por diversss

téenicas que se describirin con relaclén a la descripcién de
lsas flguras 12=17 por ejemplo.

o El elemento metalico de aleta se debers disponer de
1o modo que el flujo del fluido detectado sea paralelo a la sle-
ta o mantenga con la misma una transferencia térmica méxima.

La respuesta a la temperatura de una zleta metilica delgada

de espesor constante sumergida en un fluido esta principalmen;
te en funcidn a la relscidn del 3rea superficisl s ls masa

20.]
de la gleta. De és'te modo, para un material dado e indepen-—

dientemente del tamsfio de la aleta, la constante del tiempo
Vde respuesta a la temperasturs se aproxims a cero g medida que
el espesor de 1a.aleta seaproxims s cero en un conjunto feé-v
25. rico.

Parz un conjunto practico 1la densidad y el calor
especifico afectan también a 1z constante de tiempo y ambos:
Pardmetros han demostrado aumentar sl maximo la respuesta

cuando se reducen a3l minimo estos parimetros. Ademds, cuando

304 1la pastilla de silicio 40 se afiade 2l elemento de sleta 40,
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la trensferencias térmica entre el elemento de aleta 40 y la
pastilla de silicio 48 se convierte en un factor importante.
El material de contacto térmico entre 91 elemento de glets 40
vy le pastills 48 debe ger de un tipo de grsn conductividsd
5. como, por ejemplo, oro., Ademés, el flujo térmico desde les

zonas circundantes del elemento de sleta con rTelscidn al

drea cubierta por la pastills semiconductora 48 debe sumen*sr
se sl maximo. Por consiguiente, la conductividad térmica de
la gleta se convierte en un factor impdrtante y cuelgquier me=-
10, terial con una elevada conductividad térmica (por ejemplo alu
minio) es conveniente.

Segilin se ha descrito snteriormente, el elemento de
aleta se fabrics como un disco metalico circular delgado 40
con una pastilla semiconductora montsda en el centro de los
15. centros del disco., Seglin 0tra modalidad conveniente, el ele~
mento de sleta deberd fsbricarse de una seccidén trsnsversal
decreciente encontrindose la parte méds gruesa de la seccidn
transverssl en el 3res donde se monta el bloquecito o pasti-
1lls semiconductora, slcanzando la alets une seccidén decrecien
20, te o conificgcidén nuls en la periferis. Se ha averiguado que
el conjunto que sostiene la aleta debe ser de tal naturaleza

que el flujo térmico al soporte o desde el soporte se reduz-

ca gl minimo, puesto que éste flujo térmico no resulta nece-
sarismente de la femperatura del fluido en consideracidn y

25e por lo tanto, pueden verse afectados el comportsmiento ding-
mico, y la temperatura de estado estable de la pastilla semi-
conductora. Expuesto de otro modo, ung diferencia de tempera-
tura entre la pastilla y el medio fluido representa un error

en la sefial de salids y es precisamente este error el que de-

30 be reducirse sl minimo pera cuaslquier periodo de tiempo ing-
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- conjuntamente con el empleo correspondiente de ls presente in_

-1 1..

téntaneo dado. ' i
Como uns posible fuente de error en esta sefial es el re+
sultado del flujo térmico al soporte de 1la aleta o desde dicho
soporte, éste dltimo se ha situsdo en el punto mas alejsdo posii
ble de 1a pastilla semiconductora, y en la modalidad preferible
la pastilla 48 se situa en el centro del disco y el soporte se
establece en el canto exterior del disco. Pér lo tanto, esta
necesidad de una unién mecinica évita que el canto exterior del
disco, que forma el elemento de glets teﬁga un espesor que tieﬂ
ds hacia un vslor de cero, porque si la sleta tiene un tamaiio
suficiente de area, el flujo radisl de 6alor deéde 13 parte in-
terior a la exterior o la parte exterior a la interior de la
pastilla es esencislmente cero y, por lo tanfto, se reduce al
minimo el flujo térmico debido al soporte meqénico.
Para elegir un material apropiado para la sleta,se
congidera, que la relacibn siguiente es de importancia al inveg

tigar las diversas caracteristicas de un meterisl en su vglia

vencidn. Paras un comportamiento tedrico maximo existe la rela~

cibn siguiente

M‘b = K
( #4) (Sup.Hp.)

K= conductividad térmica
f = densided, ¥
Sp.Hpe = calor espécifico. |
El material més conveniente es aquel que tiene pro-
piedades que sumentan sl maximo el término Mt.En una aplics-

cidn préctica, otras propiedades como son la tolerancia en fa=~|




bricacién y la disponibilidad son también factores que afectan

als eleccidén del materisl que constituye el elemento de ale-
ta. Refiriéndonos shors s la figura 5, se ilustra uns forms
modificada de sensor de la temperaturs de un fluido de la pre~
De sente invencién que comprende pricticamente el mismo elemento
de base descrito snteriormente que incluye el sdaptador de la-
tén 34 y la cabezs haxagonal 36, y los mismos alambres de jaulé
protectora 46, La forma modificads, segin se ilustra con més
detalle en la figura 6 comprende un elemento de pldstico ?O
10; situado en el adaptador de latén 34 y del cugl se moldesn los
conductores 26, losg conectores 58,60 y un par de conductores
72,74, E1 conductor 74 se coloca a través de un brazo de mon~
taje 76 (idéntico al brazo 42 de la figura 3), formando pesrte
integrs del elemento de plastico 70 y plegado psra unirse a
15, un elemento de slete formasdo por un disco 78, seghn se descri-
biréd con mas detslle con relacidn a la figura 7. Segin se veré
por lg figurs 6, la sleta 78 se forma con una parte de plato
80 en la cual se coloca uns pastilla semiconductora 82. ¥a

pastilla semiconductora 82 se conecta eléctricamente de una

20, forma apropiada al conductor 72 por cuslquier método apropiado
como, por ejemplo, el descrito con relacibén a la figuras 4,

y que se describird con relacién a lass figuras 12-15. La parte
cénecava 80 de 1a‘a1eta 78 ofrece proteccidn a la pastilla 82

y mejora el calentamiento uniforme de ls pastilla 82 por el
250 elemento de sleta 78. Refiriéndonos a la figurs 7, se vera que
una abertura 85 se forma en la porte del elemento de aleta 78
empotrada en el brazo 76. Uns parte del conductor 74 pasa s

través de lg abertura. El brszo 76 se calienta y se funde pars

former una cabezs y sujetar con seguridad la aleta 78 sl brazo

30, de montaje 76. El conductor 74 se pliega pars colocarse en inti
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| forma modificads del sensor de temperstura de la presente in-

- vencién. En psrticular, el adaptador delastor 86 puede ser si--

mo contacto con la aleta 78 y se une a la misma por ejemplo
por soldadura, o mediante el empleo de sdhesivos,

Refiriéndonos shora a la figurs 8, se ilustrs otra

milar gl adaptador de lstdn 34 que se ha descrito anteriormen-
te. En el orificio formasdo en el adaptador 86 se monbtz un ele-
mento de sustentacidén de plastico 88 de material moldeado,que
comprénde un elemento de base 90 y una plurslidad de psres de
brazos 92‘que incluyen un brazo exterior 9% y un brazo inte-
rior 96, los cuales se extienden sxislmente y psralelos desde
el elemento de base. Segln se podra ver en ls figura 8, los

pares de brazos de sustentacién 94,96 estan destinados a sos~

tener rigidamente un elemenfo de gleta generalmente cuadrado
98, exisgtiendo cuétro pares de brazos 92,100,102 y 104,

‘ Seglin se vera con mas detalle en las figuras 9 y 10,
se moldea entre los brazos interiorrs y exterior de cads par
de brazos 92,102 un elemento conductivo generslmente en forma

de U 106, cuyo elemeunto conductivo se forms con un elemento
transverssl 108 y un par de brazos 110,112, Se observara por

la figura 9 que los brazos 110,112 son en general de seccidn
decreciente a partir del elemento transversal 108 hasta el ex-
tremo exterior de los brazos 110,112.Se observsrs que el ecle-
mento en formg de U’lOGAesté previsto solamente entre pares

de brazos de sustentacidén 92 y 102. Antes de unir un elemento
de élete d; forma cuadrada 98, se taladra una abertura 114,

en el conjunto, psra separar el brazo o el elemento conductivg

112 del elemento cbnductivo 110, con el fin de definir 1l4minag

conductivas que se situa radislmente con respecto sl eje del
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elemento de base 90 y los brazos 92,102 cuyss léminss se sos-

tienen por los brazos 92,102.
El elemento de base moldesdo 90 tiene empotrados un pex

de conductores 120,122 que se conectan eléctricemente g los

5e elementos conductivos 110,112, respectivamente, por cuslquier

medio spropisdo, por ejemplo por soldadurs. Después de ensgm=

blar el elemento de slets 98 en su sitio, los extremos 124,
126, se calienten y se pliegan pera formsr una Unién rigida
del elemento de sleta 98 entre los brszos 9%,96. El psr de br
10. 205 102 segin se ilustre en la figura 9, y taubién entre los j
pares de brazos 100 y los pares de brazos 104,'segﬁn se verd
en.la figura 8. Segln se podré observar con m3s detalle en

las figurss 8 y 9, el elemento de aleta cusdrado 98 esti pro-

visto de una passtills semiconductora situads en el centro 130
1o montads en su psrte inferior, con un conductor apropisdo 132
uniendo entre si 1a psstilla semiconductora 130 con el elemen+
to conductivo 112, Esta conexidén a la passtilla semiconducto-
ra 130 podria hacerse por cualquier medio apropisdo.Légica-
mente, se debe utilizsr un materislaislante apropisdo entreel
20- conductor 132 y el elemento de sleta 98 para tener la seguri-
dad de que el conductor 132 se aisle del elemento de gleta 98,
Se hace que el elemento de aleta 98 se superpongas a2l extremo
superior del elemento conductivo 110. De éste modo, el cir-
cuito eléctrico ilustrado en la figura 9 lleva desde el

25 conductor 120: 8 través del elemento conductivo 110, a través
del elemento de sleta 98, las pastills semiconductora 130, el
conductor 132 el elemento conductivo 112 y el conductor 122.

La figura 10 ilustra un procedimiento psra conectar

el elemento de aleta 98 sl elemento conductive 110, por lo

20, que el elemento conductivo 110 esta provisto de un doblez de
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aubos lados de la pastilla con un elemento de aleta individuas

lor & la aleta y desde la alets y, por lo tsuto, la pastilla

%0,

0 .
90" en su extremo psra colocarse en contacto eléctrico con
el elemento de sletas 98, Segin se hs descrito anteriormente,

el extremo superior del brazo 94 se calienta y se doble en

el extremo 136 para asegurar ung conexidén gpretada entre el
elemento conductivo 110 y 1a placa 98.

Refiriéndonos ahora a la figura 11, se ilustra otra
modalidad del sensor de temperatura‘de un fluido de respuesta
rdpida de la presente invencién. Segfin lss ensefianzas de esta
modalidad, parece ser que se puede sumentsr al miximo la tran
ferencia térmica desde la sleta hasta la pastilla, y reducir-

ge sl minimo la masa apsrente del conjunto, por contacto de

De éste modo, csda elemento de aleta pasa a ser una de las <o

nexiones eléetrica de 1la pastilla, y la transferencis de ca-

semiconductora results con ung eficaciz méxims. Es evidente
que los elementos de aleta'se deben separar una distancia ‘
suficiente Para evitar la interferencia del flﬁjo de fluido
en cuestidén entre las aletas, cuya interferencis reduciria
la fransferencia entre las gletas y el fluido. _

En esta versién modificads se utiliza un per de elemen-
tos de gleta 140,142,teniendo las aletas 140,142 en general
una forms de placa con la configuracidén de un disco, encarin-

dose el centro de ceda disco al centro del otro disco. Entre
los dos elementos de sleta 140,142, que se msutienen practi-
cemente encarasdos, se empareda una pastills sgmioonductora

144 gsimilar a la descrita con relacidén a las figurss ante-

riores. Al igusl que anteriormente, los elementos de alezta

192

140,142 se sujetan spropisdamente s un elemento termoplésti-~



co 146 tiene un par de brazos dirigidos axislmente 148,150

en los cuales ge moldean, respectivamente, un psr de conduc-

tores 152,154, Seglin se verd por la figura 11, el conductor
152 se pliege y se suelda apropiadamente s la caras del ele-
Se mento de sglete que no estd en contacto con ls pastills semi-
conductors, mientras que el conductor 154 se proyecta desde ¢l
brazo de sustentacidn 150 a corts distancis de su extremo
y se dirige hacis el elemento de aleta 140 y se sueldaapré-
piadamente gl mismo.los extremos superiores de los brazos

10, 148,150, se cslientan y se pliegan pars proporcionar una
unidn rigida pars el elemento de sleta 142. Alln cuando se hay
ilustrado solgmente dos brazos 148,150 se comprenders que  ‘
el elemento moldeado 146 puede estar provisto de dos pares
de brazos que tienen una configuracién idéntica, s excepcidn
15. de que no se moldesn conductores dentro de los brazos de uno
de dichos psres. La configuracidn de 1s figura 11 proporcio-
na un método sencillo psra conectar eléctricamente las sle-
tas 140,142 g la pastilla semiconductora 1l44. Asi mismo, la
configuracién de la figura 11 no exige la unidén dedicada de
2d un termingl conductivo al bloquecito semiconductor segln

se ha descrito anteriormente.

En ung forma modificada de la modglidad descrita en Gl ]

timo lugar, se podrisn utilizar elementos de sleta con una
forms aproximadamente cdénica o abovedéda con el vértice de
25s ceda elemento de gleta conectado eléctricamente a los lados
opuestos de lg pastilla semiconductora.

En aquellas modalidades en las cusles dos aletas se
unen a una estructura de sustentacién, segin se ilustra de

un modo particular en la figura 11, se puede obtener una

30. estructura mechnica muy rigida.
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Las figuras 12-15 ilustran otros varios métodos de unir
conductores o terminsles a una pastilla semiconductora, psr-

ticulsrmente la figura 12 ilustra la unién de un hilo conduc-

tor fino de oro 160 desde un conductor 162 moldeado en un elg
5 mento de base 164 uniéndose el hilo por uno de sus extremos
a una pastills semiconductora 166. La pestilla 156 se une s
un elemeuto de aleta 168 segln se ha descrito. La conexién
eléctrica entre la aleta 168 y el segundo conductor 170 empo-
trado en el elemento de base 164 y en ﬁnb de sus brazos se
10. obtiene plegando el extremo del conductor 170 y situdndolo
cara con carag con la aleta 168,

La figura 13 es una configuracidén similar a2 la descri-—
ta coﬁ relacibén g la figura 12, con respecto al montajé de

1a sleta 168 y su interconexidnm por el conductor 170. No obs-

15.. tante, un conductor 172 (en lugsr del conductor 162 de la
figura 12 ) se utiliza moldeado en el otro brazo del elementd
de ﬁase 164 5 plegado en su extremo pars proporéionar una c¢a-

._ra al descubierto'bara unidn eléetrica a otro conductor.De
nuevo, ls pastilla 166 se conecta 8l conductor 172 a través

20, de una parte terminal 176. La parbe terminal 176 se sisls

del elemento de alets 168 por medio de un material'aislante

178 em?aredado en%re‘ei elemento de aleta 168 y la parte

terminal 176. La parte terminsll?6 termina cerca de un canto

de la psstilla 166 y se utiliza-un elemento eléctricamente

25 conductivo que forma puente entre el conductor 176 y la pas-

tilla 166 por medio de un conductor de aleta 180 segin se

ilustra con mis detalle en la figura 14, '
Ta figurs 15 ilustra una conexidn bastante‘sencilla

entre una psestills 182 y un conductor 184 pricticmmente para+

50, lelo gl elemento de alefa- Se deposita une caps spropiada de
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msterial aislante 186 y el conductor 184 se une al masterial
gislante 186. El conductor 184 podria ser elconductor ilustrsd¢
como el conductor 172 en la figura 13. El materisl aislante 186
podriaz scumulsrse hasta el nivel de la cars inferior de la past
tills 182 y el conductor 184+ pessria simplemente s través del
materisl &islante 186 y la pastilla 182 en lines recta en lﬁgar
de el bucle ilustrado en la figura 15. |
Las figuras 16 y 17 ilustran una forma modificadas de
pastilla semiconductora en 1s cual la pastills esté provista
de ambos terminales de salida en una sola cara. Por ejempld;':
una pastills 188 puede tener und psr de salientes terminsles

190,192 formsdos en la misma, cuyo sasliente se utiliza para
formar los terminales pars conexidn sl disco y el conductor

externo ssociado con la pastilla. La figura 17 ilustre esta co-=
nexién particulsy, donde unas sleta 194 esti provista de une ti~
ra de materisl aislante 196 ¥ un conductor en tira 198, Ia
pastilla 188 se situa entonces, segin se ilustrs, donde la pro-
yeccidn 192 es un contacto eléctrico comel conductor en tira
198, El conductor en tira se puede conectar entonces a la pas-
tilla en los brazos de sustentacién correspondiente ilustrados
en las figuras 3,9 u 11.

La figura 18 se ilustra ls invencién aplicads por téc-
nmca de limina gruesa. A pesar de que se describe una aplica-—
cibén de limina gruesa, se comprenderd que se pueden emplesr
iguslmente las gécnicas de lminas delgadss. Refiriéndonos al

dibujo, la aleta 40 formas el substrato sobre el cusl se deposi-

ta lss diversss cspas por un proceso de estarcido, Para llevar
a cgbo el procedimiento, se deposita una tirs aislente 200 so-

bre la aleta 40 con una aberturs 202 formasds en la tirs 200

bloquesndo el drea de la aberturas 202 con una emulsién o morden
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tando el 4rea de le sbertura a partir de la tirs 200, Una pary

te semiconductoia 204 se deposita entonces en la aberfura 202
en contacto con la aleté 40, Finalmente, se deposita un con-
ductor de tira 206 sobre la parte 204 y sobre la tirs 200,

Se ¥ dentro de sus counfines, para formar la tira conductiva co-
rrespoudiente a 1la tira 198 en la figura 17, o el conductor 53
en la figura 2. En la contrgpartida de pelicula delgada, las

. diversas capse se depositan por sublimseibn catddica o evapo-
racidn con el enmascaramiento o mordentado necesario psra for-

10. | mar los modelos que ée deseen.

Una forma preferible del sensor de temperatura des—~

erito anteriormente incluye un discd de latbén con un espesor
de aproximsdamente 0,1 mm y un diametro de éproximadamente 11

- mmy J el tiempo de respuesta del sensor es de agproximadamente

15. un segundo para un cambio de temperatura de 100°, Las dimen-—

w

siones snteriores proporcionan una aleta que es suficientement:

rigida pero manteniendo la elevada relacidén de dres superficial

a masa necesarig para dar el tiempo de respuesta répido desea-

do.

20. > - - V 4 -
Las modalidades de la invencion que se han descrito

se disefisn de modo que el elemento de sleta en el cual se monta

1ls pastills semiconductora esté abierﬁo en ambos lados al flui-
do detecfado. No obstante, el fluido que pasa alrededor de to—-
do el conjunto hace posiﬁle,que, en ciertss circﬁnstencias,
25+ los contaminantes u otrs materia extraiia puedanAproduCir da=-
fic a 1la pastilla'y/o los termingles unidos a la pastilla.las
modalidades de la invencién éegﬁn las figuras 19 a 23 consti-

tuyen modificaciones de los sensores de temperatura descritos

anteriormente, donde el elemento de aleta estid formado por un

30.

elemento abovedado que se adspta herméticamente al elemento de

3e
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base, y el eleménto sensor semiconductor y cuslquier conductoxr
que se dirijas hasta la pastilla en el elemento de sleta sbove
dado quedard plensmente comprendido por el elemento de elemen-
to sleta abovedado y el elemento de base de pléstico. De este
Se modo, las conexiones y el elemento sensor semiconductor queden
totalmente protegides contra los contesminantes y el dafio mecd-
nico debido a particulss extrsfias que podrian golpesr los ter=
mingles y el elemento sensor semiconductor,
Refiriendonos s la figure 19, se ilustra un sensor de

10. temperstura de fluido 208 que es extrsordinarismente rapido y
muy estable en su respuesta y que comprende un elemento de ba-
se 210, un conjunto semsor 212, uma jsula protectora 214 parm el
conjunto sensor 212, y un par de conductores externos 216 qﬁe‘
se utilizen pars interconectar la piezas sbovededs y ls pastillp
15, semiconductora s circuiteria externs. El elemento de base 21iC
comprende una parte roscads 218 destinada 8 colocarse s roscs,
por ejemplo, en el colector de sdmisibén de sire de un motor de

combustidn interna u otro dispositivo a través del cusl fluye

1P=

el fluido y donde se tiene que detectar ls temperatura del flu|
20. do. Como es comfin en dispositivos de este tipo, el elemento de
base 210 comprende una parte hexagonsl 220 que se utiliza pars
apretar el sensor en su sitio,

El conjunto sensor 212 comprende un elemento de agleta
abovedada 224 que segin se podrd ver por la figurs 20, se uti
25. liza Para inducir cslor a 1ls pastills semiconductora y desde
la pestilla semiconductorg, protegiendo sl mismo tiempo la pas
tilla, y conductores de conexién correspondientes, contra con-
taminantes y otra materis extrafia. El elemento gbovedsdo 224

que es extrsordinsrismente delgado para reducir su relacién de

%0. masa a2 ares, se protege por medio de la jasuls 214 que compren-



- 2] -
de un par de alambfes en forma de U 226, 228, situados a 90°
entre si e introducidos en aberturss formadas en el elemento
de base 210 y unidos apropladsmente a ls misma. Ademds, el elg
mento de clpulas 0 elemento abovedado 224 se sitla en acopls-
5. miento hermético con el elemento de base, por lo que el fluidg
que se ha de detectar puede fluir solsmente sobre la superfi-
cie exterior del elemento de aleta.

Refiriendonos de nuevo a la figurs 20, que ilustra
una vista en seccidn transversal del sensor de temperaturs de |
10. fluido de la figura 19 para ilustrar la parte interior del elg
mento sensor de temperatura 212, segfin se verd, el conductor
externo 216, que comprende un par de elementos conductivos 23Q
232, moldeados en un elemento de plistico o elemento moldeado
234, se sitla rigidamente dentro del elemento de base 210; un
15. | labio 236 se recalca sobre el fondo del elemenfo moldeado 234
Para situarlo con seguridad dentro de la cavidad formada por
el elemento de base 210.

El elemento conductivo 230, en lg modalidad ilustrads
en la figura 2, recibe un giro de 90° en 1s parte 238 y sé po-
20e ne mecinicemente en contacto con la superficie interior del ‘
elemento sbovedado 224 para efectuar una conexidn eléctrica eg"
tre el elemento conductivo 230 y el elemento de slets 224. Por
otro lado, el elemento conductivo 232 se instala directamente
a través del elemento moldeado 234 hasta una pbsicién por enci
25, | ma de la parte superior del elemento moldeado 234 y dentro del
espacio interior definidc por &l elementoc de élata abovedado
224, Se hace una éonexién entre la psrte superior del conductor
232 y una pastills semibonductora.240 por medio de un hilo del
gado de oro 242 que tiene un difmetro de aproximadamente 0,05

309 mm .
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Por lo tento, segln se verd en la figura 2, la pastills

240, el hilo de oro 242 y la parte interior del elemento de alL
te sbovedado 224 quedan protegidos contra contsminaentes o mate
rigs extrafias que pudieran fluir por el elemento de slets sbo
5 vedado 224, E1l interior de ls zleta abovedada 224 puede estar
provista de meterisl celular pare proteger mecdnicamente la DPas
tilla semiconductora 240 y el hilo de oro 242,
Refiriendonos shors a la figurs 21 se ilustras uns for

ma modificads de conexiones por las cuales los elementos condu

e

10. tivos 230, 232 se empotran en un elemento de plastico moldesdo
modificsedo 246. EL elemento de plistico 246 se modificsn con
partes rebajadas en lazs superficies 248 y 250 para tener acce~
s0 a ls parte superior de los elementos conductivos 230, 232
que se sitfian ghora fuera del espacio interior definido por la
15. | alets sbovedads 252,

Las conexiones del elemento conductivo 230 y ls sgleta
252 estén previstes por un hilo de oro que se sujets spropisda
mente sl elemento de aleta gbovedsdo 252. Al igual que en le
figura 20, unas psstills semiconductors 258 se monta dentro de
z0, ls aleta sbovedada 252 y en su vértice, y el conductor 232 se
interconecta por un segundo hilo de oro 260, La unién de la paE
tilla semiconductors 258 & la aleta abovedada 252 se puede reg
ligzar por cualquiér método apropiado como, por ejemplo, por
técnicas de aglutinamiento con oro., Le slets shovedada 252 se
eb. adapta s presidn sobre el extremo superior del elemento moldes
do de pléstico 246 y se fija al mismo.

Refiriendonos shors s ls figura 22, se ilustrs otre

mnodalidad de conexiones, donde el elemento de sleta abovedadsa

252 estéd provisto de nuevo de una pastills semiconductora 258,

30. colocandose a presidén el elemento sbovedado sobre un elemento
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moldeado de plistico 264 y unido apropiadamente sl mismo. El
elemento 264 comprende uns proyeccidn que se extiende axialmen
te en el espacio definido entre el elemento abovedado 252 y el
‘elemento de plistico moldeado 264. EL conductor 230 estd pro-
Se visto en su extremo superior de un conductor flexible del %ipd
de crecimiento cristalino filamentario 266 que esté en contac-
to de frotamiento con la aleba apovedada 252 proporcionando con
ls misma un contacto eléctrico. Por otro lado, el conducto 232
estd provisto de un conductor flexible ligéramente més largo
10. 268 gue se extiende a través de la proyeccidén y que estd en
contacto de frotamiento coﬁ 1z pastillz semiconductora 258.

La figurs 23 ilustrs la invencién aplicada por téeni-
cas de l8mina gruess aun cusndo se comprenders que iguslmente
se pueden aplicar técnicas de limins delgads. Refiriendonos a
15. | la figurs 23 la aleta 252 forms el substrato sobre el cusl se
depositan diversas capas por un proceso de esparcido. Para llg
var a cabo el procedimiento, una tirs sislsute 270 seAdéposite

sobre lg gleta 252 con uns gbertura 272 formsda en la tira 27C

bloqueando el irea de la sbertura 272 con uns emulsidn o moT~ |
20. dentando el dres de la gbertura a partir de la tira. Uns parté
semiconductora 274 se deposita entonces en la abertura 272 en
contacfo con la aletaz 252. Fihalmente, un conductor en tira
276 se'deposita sobre el semiconductor 274 y sobre 1a tira 270,
manteniendo el conductor 276, dentro de sus confines, para for
25. mar la tira-cdndubtiva correspondiente sl conductor 242 o 260,
En 1z contrspartida de la peliculs aelgada, las diversas capas
se depositan por sublimacidn catédica-o por evsporscidén con en
mascsramiento o mordentado para formar los modelos deseadOS.
En las modalidades descritas, se hs experimentado gque

30. la relacién minims de 3res superficial a mass del elemento de
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alets deberd ser de sproximsdamente 4 ma/Kg.

Descrita suficientemente lg natursleza del invento,
as{ como ls maners de reslizarlo en la préactics, debe hacerse
congtar que las disposiciones anteriormente indicsdas son sus-
ceptibles de modificaciones de detalle en cusnto no alteren su

principio fundsmental.
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-gobre el elemento de base, cuyo elemento de aleta tiene una el

~que una de las primera y segunda superficies de contacto dal

sustentacidn consigtente en ur primer bdrssc y un ssgundo brazo

.

REIVINDICACIONES

1.~ Perfeccionamientos en sensores de temperatura Pars
detectar la temperatura de fluidos, cuyo sensor es del tipo
que comprende un primer conductor de salida y un segundo con~
ductor de salida; un elemento sensor semiconductor que tiene |
una primeré'superficie de contacto y uns segunda superficie de
contacto conectadas eléctricamente sl primer conductor de sali
da y sl segundo conductor de salida, respectivsmente, teniendg
el elemento sensor semiconductor una resistencia que varia en
funcién a su temperstura, caracterizados porque se dota a cadg
sensor de un eiemento de base de material no conductivo por 1o

menos un elemento de aleta de material conductivo montado fijo

vada relacidn de 3reas superficiasl a masa, montandose el dispo

sitivo sensor semiconductor sobre el elemento de asleta de mcdo

elemento sensor semiconductor se conecta eléctricsmenté con ei
elemento de slets empotrandose al menos parcialmente el primer
¥ segundo conductores de salida en el elemento de base y te-—
niendo sus extremos respectivos conectados eléctricamente con
el elemento de sleta y con la segunds superficie de contacto
del elemento sensor semiconductor, respectivamente.

2.- Perfeccionamientos segln la reivindicacidén 1, ca-

racterizados porque presents por 1o menos un psr de brazos de

que se extienden paralelos a3l elemento de base, fijsndose el
elemento de gleta al elemento de base pricticsmente en los ex—

tremos de los brazos.

3.~ Perfeccionamientos seglin la reivindicacibén 2, ca
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racterizados porque el elemento de sleta se empotra en cada

extremo de los brazos después que se han fundido los extremos,

4,~- Perfeccionamientos seglin 1a reivindicacién 2 o la
reivindicacién 3; caracterizados porque el elemento de gleta
5. es una placa que tiene un plano précticsmente perpendicular a
los brazos, y el elemento sensor semiconductor tiene dos carasg
paralelas que forman las superficies de contacto, uniendose
una de las caras a la placa, teniendo el primer conductor de
salida uns parte que se extiende a través de una abertura de
10, 1z placa para ponerse en contacto eléctrico con la otrs cara.

5.~ Perfeccionsmientos segin ls reivindicacién 4, ca-

racterizados porque lg sbertura del elemento de gleta se enpo+
tra en el extremo de uno de los brazos, teniendo el primer con
ductor de salids una parte empétrada en un brazo y extendiendg
15. se a través de la sbertura, y uns parte terminsl que se proyed
ta saliendo del brazo y poniendose en contacto eléctrico con
la otrs de las carss paralelas.

6.~ Perfeccionamientos segfin 1a reivindicacién 5, ce-
racterizados porque la parte terminsl comprende uns parte de
20. bucle ¥ uné parte plana, haciendo contacto la psrte plana con |
la otra ears. |

7.+ Perfeccionamientos segln la reivindicscién 2, cg

racterizados borque cada brazo extendido axialmente sostiene
una léming redial conductiva que se extiende también haste el
25. extremo de los brazos, conectandose las liminas respectivamen
te sl primer y segundo conductores de salida, teniendo ls lémj]
na asociada con' el primer conductor un cento que se superpone
a una parte superficial del elemento de életa para hacer una
conexibén eléctrica con el mismo,

30, 8.~ Perfeccionamientos segln la reivindicacién 2, ca~
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racterizados porque el elemento sensor semiconductor tiene dod
superficies paralelss que definen respectivsmente las superfi
cies de conbacto, existiendo dos elementos de aleta formados.'
por placas dispuestas précticamente encaradas, cuyss placas
S5e se sostienen por el par de brazos, situsndose el elemento sen-
gor semiconductor entre las élacas, estando una de las super—
ficies de contacto en contacto eléctrico con el elemento de
aleta asociado con el primer conductor de salida, estando la
otra de las superficies de contacto en contacto eléctrico con|
10. el otro elemento de aleta, conectado al segundo conductor de
salida, |

9.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 2, ca-
racterizgdos porgue el elemento de alebs se forms en wna placs
pricticamente plana, teniendo el primer conductor de salida
15, una parte empotrada en uno de los'brazos y una parte plane texn
minsl en comtacto con un lado de ls placa, teniendo el eleumen-
to sensor semiconductor uzms de sus superfidies de contacte en
contacto con dicho lado, teniendo el segunde conductor de sa-
lida una parte empoirada en el otro de los 5razos ¥ una parte!
20. terminal que se extiende paralels a la plscas, y utilizandose
‘un dispositivo de aislamiento entre el lado de la placs y la
parte terminal del segundo conductor de salida, conectandose
eléctricamente diéha parte con la otra superficie de éontacto
del elemento sensor semiconductor.
25. 10.~ Perfeccionamientos segfin la relvindicacidn 9, caq
racterizados porque la parte terminsl del segundo cenductor de
galida termina cercs de un cento del elemento sensor semicon-
ductor, habilitandose un elemento eléctricamente conduetivo

que forms puente entre el extremo de la parte terminal v 1la

30. otra supérficie de contacto.

C e e e e - - — et %
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11.- Perfeccionsmientos segln la reivindicscion 1,
caracterizados porque el elemento de sleta es una placa, te-
niendo el elemento sensor semiconductor una superficie desde
la cusgl se proyectan un primer y un segundo terminales cuyos
Se estremos definen la primera y la segunds superficies de contag
to, respectivamente, egtando uno de los terminales en contactd
eléctrico con el elemento de sleta, conectandose el otro de
los terminales a un elemento electricamente conductivo gue sé
conectas al gegundo elemento de salids, hsbilitsndose un elemen
10. to aislante entre dicha superficie y el otro terminal y el elg
mento conductivo.

12.+ Perfeccionamientos segin la reivindicacién i, cg
racterizados porque el elemento de aleta es abovedado y sévsi-
tls en scoplasmiento apretado con'el elemento de base, por lo
15, que el fluido que se ha de detectar puede fluir solamente so=-
bre la superficie exterior del elemento de aleta, teniendo el
slemento sensor semiconductor unaz cara montada en la superfi=~
cie interior de ls alets, y uns segunds cars conectads eléetri
camente al segundc conductor de salida.
20. 13,~ Perfeccionamientos segln la reivindicscidn 12,
caracterizados porque el primer y el segundo conductores se
moldean al menos parcislmente en el elemento de base,.

14,- Perfeccionsmientos segin la reivindicscién 12, o
la reivindicgcion 13, ceracterizados porque se hsbilite un mg
25. terial celular dentro de la cara interior definida por el ele-
mento de aletz abovedasdo y el elemento de base. '

15,- Perfeccionamientos segin cuslquiers de las rei-
vindiceciones 12 a 14, carscterizsdos porque el primer y el sg

gundo conductores de salida terminan cads uno en un elemento

30, de cristalito filamentario en acoplemiento resiliente con el
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10.

15.

‘semiconductor es una pastills depositads sobre el elemento de

. 8rea superficisl a masa del elemento de aleta tiene un valor
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elemento de aleta ¥ el elemento sensor semicounductor, respec-
tivamente.

16, Perfeccionamientos segiin cuslquiera de las reivin
dicaciones 1 s 14, caracterizados porque el elemento sensor
semiconductor es una DPastilla depositada 'sobre el elemento sg
miconductor es una pastilla depositada sobre el elemento'de
alets por medio de técnicas de ldmina gruesa.

17;-'Perfeccionamientos segfn cualquiera de las reivin

dicaciones 10 g 14, carscterizados porque el elemento sensor

alets por medio de técnicas de limina delgada.
18.~ Perfeccionamientos segfin cualguiers de las reivip

dicgciones anteriores, caracterizados porque la relacién de

minimo de aproximadaﬁente 4 mz/Kg.

19.~ Perfeccionamientos en sensores de temperatura
para’detectar la temperatura de fluidos, tal y como queda sus
tancialmente descrito en la presente Memoria.y en 103'dibujos'

adjuntos.




Esta Memoria consta de treinta hojas escritas a méqui

na por una sola cara.
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